A birdlobizottsag értékelése

A 111-V vegyiilet-félvezeté nanostruktirak kialakitasa az utdbbi években 11j tavlatokat nyitott az
elektronikus eszk6zokon tul szamos mas tudomanyagban is. A nanométeres jellemzo kiterjedésii
anyagszerkezetek fizikai tulajdonsaguk szempontjabol dnmagukban is érdekesek, de szamos
kozvetlen gyakorlati alkalmazasuk lehetséges ¢és varhato a kozeli jovoben. A molekulasugar-
epitaxia sokféle valtozata igen jol hasznalhaté nanoméretii anyagszerkezetek eldallitasara, mig a
rétegépiilés in-situ megfigyelésére a suroldszogi elektrondiffrakcié (RHEED) modszere az egyik
legalkalmasabb modszer. Ezen moddszerek magyarorszagi meghonositasaban, miivelésében ¢és
oktatasaban a jeloltnek meghatarozé szerepe van.

tézispontban és Gsszesen 53 kapcsolddd publikacidban ismerteti.

A biralébizottsag az 1-3 és 5-7 szamu téziseket elfogadja. A 4. tézis kisebb értékii, nem téziserejii
megallapitas, de a tobbi tézis alatamasztasanak tekintheto.

Az 1. tézisben a jelolt molekulasugaras epitaxiaval épitett eltéré racsallanddji InGaAs/GaAs
rétegek épiilésénél észlelhetd suroloszogi elektronsugaras vizsgalat segitségével meghatarozta a
kritikus rétegvastagsagot, majd meghatarozta és tobb modszerrel is igazolta a (001) sikkal
A 2. tézisben magyarazatot ad a RHEED oszcillacio egyes paramétereinek viselkedésére. A 3. tézis
epitaxialis rétegek és feliileti morfologidjuk vizsgalataval foglalkozik. A jeldlt bevezette a feliileti
morfologia szamszer(sitésére a feliileti érdesség szamot, majd meghatarozta kiilonb6zo
elektrolitokra az érdességi szam ¢és az eldfeszités kozotti fuggvényt. Kidolgozott, majd Hall
mozgékonysag mérés segitségével validalt egy, a Gartner formulan alapulé téltéshordozé difftizids
uthossz mérésére szolgald eljarast. AlGaAs/GaAs atmeneten alapulo rétegstruktirak elektrokémiai
CV mérésére meghatarozta az AlGaAs esetében alkalmazandd optimalis paramétercket.
Megallapitotta, hogy az elektrokémiai rétegeltavolitas utan visszamarado feliilet fraktal-viselkedést
mutat, és meghatarozta a fraktal dimenzidjat.

Az 5. tézispont csepp-epitaxias kvantumpontokkal kapcsolatos eredményekkel foglalkozik. A jelolt
magyarazatot adott az AlGaAs (001) feliiletre novesztett GaAs kvantumpontok formai, ndovekedési
stadiumai, mérete, eloszlasa €és az in-situ megfigyelhetd6 RHEED intenzitaskép, valamint a
levalasztott Ga fluxusa kozotti Osszefliggésekre. Magyarazatot adott tovabba a GaAs nanostruktura
Iépcs6s oldalfalanak kialakuldsara ¢és az aluminium feliileti feldusulasara, nanostruktiraba
kertilésére.

A 6. tézis a csepp-epitaxias kvantumgyfiriikkel kapcsolatos eredményeket targyalja. Magyarazatot
adott a GaAs kvantumgytiriik formaja, ndvekedési kinetikaja és az észlelheté RHEED intenzitaskép
kozotti dsszefiiggésekre.

A 7. tézis inverz kvantumpontokkal foglalkozik, melyben a jelolt magyarazatot ad a nanolyukak
keletkezésének kinetikajara.

A jelolt altal elért eredmények lehetové tettek egy uj elven késziilt RHEED kiértékel6 program
kifejlesztését nanostrukturak fejlédésének vizsgalatara, amely nemzetkdzi szinten is egyediilallo és
remélhetéleg hamarosan termék is lehet.

A jelolt eredményei beépiiltek a nemzetkozi anyagtudomany ismerettaraba, amelyet szamos, igen
jelentés presztizsii hivatkozas is igazol. Az eredmények legfébb hazai hasznosuldsa az MBE
berendezés és a hozzatartozo kutatélabor megvaldsulasa, amely nemcsak a tudomanyos kutatasban,
hanem az egyetemi képzésben is hasznosul.



